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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

複合ビーム加工観察装置FIB-SEM JIB-4600F/HKD（日本電子）によるバルクピッ
クアップ法を用いて、半導体ナノ構造の断面観察用薄片試料を作製した。
その後、高分解能3次元構造評価装置Titan（日本エフイー・アイ）による高分解
能STEM/TEM観察およびEDSによる元素分析を行い、試料の微細構造解析を行った。

実験
Experimental

AlGaAsバリアに挟まれたInGaAs量子ドットと希薄窒化GaNAs量子井戸のトンネル
結合構造を分子線エピタキシー法によりGaAs基板上にエピタキシャル成長させた。
試料の最表面には比較用としてGaNAs層の影響を受けない通常のInGaAs量子ドッ
トを内部の量子ドットと同条件にて成長した。
スピンフィルタリング欠陥として働く格子間Ga原子を誘起するためにGaNAsの成
長温度は400℃の低温とし、InGaAs量子ドットの成長温度は460℃とした。
この試料をFIBを用いたバルクピック法などにより断面観察用薄片試料として加工
した。本試料は、FIBのイオンビームによる損傷を受けやすいため、
FIBにより作成した薄片試料をイオンミリングによる表面処理により損傷を受けた
部位を取り除いた。
この際、エッチング残渣が試料へ再付着しないよう様々な対策を行った。作製した
薄片試料の量子ドットの形状を観察するため、
高分解能3次元構造評価装置Titan（日本エフ・イー・アイ）によって、Bright-
Field-STEM, HAADF-STEM, EDS-STEMにより構造分析を行った。

結果と考察
Results and Discussion

STEM観察の結果から、我々の装置で成長した半導体ナノ構造について、高品質な
結晶が成長できていることが確認された。
コントラストがつきにくい量子ドットも明瞭な像が得られた。
内部と再表面のInGaAs量子ドットを比較すると、直径と高さともに内部ドットの方
が大きいことがわかった。
これは量子ドットの下部に存在するGaNAs層による歪みが影響していると考えられ
る。
GaNAsの成長直前にプラズマを点火しているが、プラズマ点火によるダメージは観
測されなかった。
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